Unidade Area .

POS-GRADUACAO ENGENHARIA NANOELETRONICA E CIRCUITOS INTEGRADOS
ELETRICA

Disciplina Tipo

PEL103 — Dispositivos Semicondutores Optativa

Carga Horaria

4 horas semanais em 12 semanas

Objetivos

Apresentar os principais dispositivos semicondutores utilizados em circuitos eletronicos na atualidade e seus modelos
fisicos.

Metodologia Adotada

Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratdrio.

Recursos necessarios

Sala de Aula.

Programa para 12 semanas

. Fisica dos Semicondutores;
. Propriedades fisicas dos semicondutores;
. Juncbes PN;

. Juncbes PN;

. Capacitores MOS;

. Capacitores MOS;

. Capacitores MOS;

. Transistores MOS;

. Transistores MOS;

10. Transistores MOS;

11. Transistores Bipolares;
12. Transistores Bipolares.
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Método de Avaliagédo

Provas e Trabalho final.

Bibliografia Basica

- Ben G. Streetman e Sanjay Banerjee, Solid State Electronic Devices, Prentice Hall, 1999.
- Simon M. Sze, Physics of Semicondutor Devices, 2nd Edition. John Wiley and Sons, 1981.
- J. P. Colinge e C. A. Colinge, Physics of Semicondutor Devices. Kluwer Academic Publishers, 2002.
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